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 AlN等のIII-V族窒化物半導体，ダイヤモン

ド等はバンドギャップが大きいだけでなく原子間の結合距離が

小さく結合エネルギーが大きく更に融点が高く熱的化学的に安
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窒素源としてのジメチルヒドラジン（（CH3）2NNH2, DMHy）13



耐環境素子としての
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耐環境素子としてのGaN電子デバイス一般論文
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